Номера имеющихся билетов: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 33; номера отсутствующих билетов: 3, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 30.

Билет 1.

1. Направления развития электроники. Понятия о схемотехнической и функциональной электронике. Переход к наноэлектронике.

2. Способы электрической изоляции элементов интегральных схем. Изоляция электрическим p-n переходом. Изоляция диэлектрическими плёнками. Интегральные схемы на непроводящих подложках (кремний на сапфире).

3. P-n-p транзистор включен в режим отсечки с ОБ. Указать токи и полярность направления.

Билет 2.

1. Импульсные диоды, параметры, переходные процессы при переключении диодов.

2. Полевые транзисторы с изолированным затвором со встроенным каналом (общий исток, общий сток). Управление по подложке.

3. Задача.

Билет 3.
1. Диоды Шотки.

2. Усилительный каскад на биполярном транзисторе в схеме с общим эмиттером.

3. Что такое эпитаксия?

Билет 4.

1. Технология изготовления активных элементов полупроводниковых интегральных схем. Интегральные биполярные транзисторы n-p-n и p-n-p типа, многоэмиттерные транзисторы.

2. Диоды с резким восстановлением обратного сопротивления. Переходные процессы, фазы. Параметры.

3. Как распределены токи для транзистора с ОБ при инверсном вклчении.

Билет 5.

1. Стабилитрон, параметры. ВАХ, линия нагрузки. Схема включения.

2. Микроэлектроника. Основные понятия. Классификация изделий микроэлектроники. Полупроводниковые, плёночные, гибридные и совмещённые ИС.

3. Принцип передачи в структуры ЦМД.

Билет 6.

1. Варикапы, вольт-фарадные характеристики, параметры. Схема включения.

2. Инвертор.

3. Чем отличается МДП-транзистор от полевого транзистора?

Билет 7.

1. Туннельные диоды. Энергетические диаграммы (ФОЭ). ВАХ, участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Параметры, переменные. Обращённые диоды.

2. Классификация полевых транзисторов. Полевой транзистор с управляющим переходом «Me – п/п». МДП транзистор со встроенным каналом. Схемы с общим истоком и общим стоком.

3. Что такое акустоэлектроника?

Билет 8.

1. Обращённые диоды. Генераторы шума.

2. Связь h-параметров с физическими параметрами биполярного транзистора.

3. В чём различие гибридных ИС и совмещённых?

Билет 9.

1. Лавинно-пролётные диоды. Параметры, характеристики.

2. Малосигнальные модели и параметры МДП-транзисторов. Схемы включения МДП-транзисторов с индуцированным каналом.

3. Что необходимо для перевода динистора во включенное состояние.

Билет 11.

1. Энергетические диаграммы переходов биполярного транзистора при различных режимах работы. Явление модуляции толщины базы в биполярном транзисторе (ФОЭ).

2. Особенности аналоговых интегральных схем. Эмиттерный повторитель, как элемент ИС. Принцип действия, основные параметры.

3. Представить раствор-ть примесей и её влияние на технологию производства ИС.

Билет 15.

1. Биполярный транзистор с ОЭ. ВАХ. Параметры и соотношения.

2. Эпитаксия. Легирования (диффузионное и ионное). Травление. Лтография. Технология изготовления гибридных интегральных схем. Толстоплёночные и тонкоплёночные ГИС. Металлизация.

3. Что определяет пред f-ный верхний и нижний режим.

Билет 16.

1. Схема включения биполярного транзистора с общей базой. Входные и выходные идеализированные характеристики для активного режима работы, режим отсечки и режим насыщения.

2. Технология изготовления пассивных элементов полупроводниковых интегральных схем (диффузионные и ионно-легированные резисторы, интегральные конденсаторы, МДП-конденсаторы).

3. Что называется динамической неоднородностью и поитинуальной средой в ФЭ?

Билет 17.

1. Малисигнальные транзисторы в схеме с ОБ. Схема замещения.

2. Технология изготовления активных элементов полупроводниковых интегральных схем. Интегральные схемы МДП-транзисторы, комплексные МДП-транзисторы, интегральные диоды.

3. Что-то про интегральные схемы.

Билет 20.

1. Переходные и частотные характеристики транзистора (схема с общей базой). Граничная и предельная частота.

2. Операционные усилители. Структурная схема. Особенности включения. Коэффициент усиления в схемах с обратной связью.

3. Сток затворные характеристики МДП транзисторов с индуцированным каналом.

Билет 21.

1. Динисторы.

2. Принцип построения программируемых интегральных схем с матричной структурой. Интегральные схемы на базовых матричных кристаллах. Программируемые логические матрицы.

3. Схема подключения транзистора с общей базой. Активный режим.

Билет 22.

1. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип действия. Напряжение отсечки. Напряжение насыщения.

2. Функциональная электроника. Динамические неоднородности как носители информации. Основные элементы и свойства устройств функциональной электроники.

3. Сравнить частотные характеристики транзисторов (VT) с общей базой и общим эмиттером.

Билет 23.

1. Динисторы и тиристоры. Принцип действия, ВАХ. Условия включения и выключения. Условные обозначения тиристоров. Симистор.

2. Функциональная полупроводниковая электроника. Приборы с зарядовой связью. Принцип действия: запись, хранение и перенос информации.

3. Что такое многоколлекторный транзистор?

Билет 25.

1. Дифференциальные параметры и электрические модели полевых транзисторов с управляющим p-n переходом. Полевые транзисторы с управляющим переходом типа «Ме-п/п». Температурная зависимость параметров полевого транзистора.

2. Функциональная магнитоэлектроника. Цилиндрические магнитныедомены. Запись, перенос и считывание информации.

3. ?

Билет 29.

1. Прецизионные стабилитроны, двуханодные стабилитроны. Темперетурный коэффициент напряжения стабилитронов. Стабисторы. ВАХ стабилитронов и стабисторов.

2. Интегральный усилительный каскад. Основные параметры и характеристики. Схема.

3. Каким видом движения носителей заряда создаётся ток в полевых транзисторах. Ответ: дрейфовым движением носителей заряда в прямом направлении от истока к стоку.

Билет 31.

1. Электрические модели полевого транзистора с управляющим p-n переходом (статические и малосигнальные). Инерционные свойства.

2. Операционные усилители. Структурная схема. Схемы и принцип действия неинвертирующего операционного усилителя и ентегрирующего ОУ.

3. Для чего нужны рекомбинационные ловушки диодов (VD). Принцип действия.

Билет 32.

1. Переходные и частотные характеристики транзистора (схема с общей базой и с общим эмиттером). Граничная и предельная частота.

2. Каскады сдвига потенциальных уровней в аналоговых усилительных интегральных схемах.

3. Особенности включения VT в интегральных VD.

Билет 33.

1. Входные параметры транзисторов в схеме с общей базой и с общим эмиттером. Схема включения биполярного транзистора с общим коллектором.

2. Особенности АИС и ЦИС. Передаточные функции. Условные обозначения микросхем.

3. Обращённый импульсный диод и стабилитрон.

























